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Sm-Fe-N 系磁石はネオジム磁石と同等の磁気特性を有し、より高いキュリー温度を持つことか

ら関心が高まっている。その基本的な磁気物性の解明にはバルク単結晶或いはエピタキシャル（単

結晶性）薄膜が重要である。そこで SmFe7N 磁石の出発原料である SmFe7 合金のエピタキシャル

薄膜を作製した。今回は、そのエピタキシーについて考察を行い、また SmFe7 エピタキシャル薄

膜の窒化処理による磁気特性の変化を調べたので報告する。 

サファイア単結晶の c面上にRFマグネトロンスパッタ法で SmFe7薄膜を作製した。金属のTa、

Sm、Fe ターゲットを用い、Ta バッファー層をスパッタ蒸着した後、Sm と Fe のターゲットを同

時にスパッタしてその上に SmFe7 薄膜を作製した。このときの基板温度は 400℃である。作製し

た薄膜の窒化処理は、真空容器内で窒素ラジカルを照射することにより行った。窒化処理の前後

で X 線回折、SEM-EDS、VSM による測定を行い、膜の結晶構造、組成比、磁気特性の変化を調

べた。 

酸化物基板上に希土類系の合金薄膜

をエピタキシャル成長させるには Ta 等

の高融点金属をバッファー層として導

入することが有効である。Ｘ線回折測定

により、作製した Ta 膜の結晶配向性を

測定した結果、φスキャン測定から菱面

体サファイアの(10-14)回折線の 3 回対

称に対して、3 回対称の立方晶 Ta の

(22-2)回折線、6 回対称の六方晶 SmFe7

の(11-21)回折線が得られた。Ta の(22-2)

回折線が 6回対称では無く 3回対称で現

れたことは、サファイアの c 面における

Al の２重層の原子配列から定性的に説

明できる事が分かった。 

作製した SmFe(N)薄膜の VSM による

磁化測定の結果を右図に示す。窒化処理

前はｃ軸方向が容易磁化方向であるこ

とが分かる。これを窒化処理する事によ

り、ｃ軸長が変化し、その結果、容易磁

化方向が c 面内方向に変化する事が確

認された。 
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Magnetic hysteresis loops for SmFe(N) films. 
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